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Feature EPI EPI MPW Price
size (um) thickness | resistivity availability
TowerJazz | 0.18 CIS 5.5 ym/? 30 Q-cm/? YES 600k CNY
0.18 BCD ? 10 Q-cm YES
0.18 Power | No EPI 1kQ-cm Sub
XFAB XHO035 P-5/15um |8 Q-cm YES
X0035 P-14 um 500-2kQ-cm YES
XH018 P-10 pm 15 Q-cm YES 125k CNY/10 mm?
SMIC 0.13/0.18 CIS | P-7 pm 8.5-11.5 Q-cm | UNLIKELY
N-6.5 um 22.5-27.5Q-cm | UNLIKELY
GF 0.18 BCDlite |7 pm 1Q-cm YES 30k CNY/9 mm?2
CSMC 0.25 BCD 7 um YES
TSMC CMOS 7-8 uym 1-10 Q-cm UNLIKELY
AMS C35 Opto 14/20 pm 10/400 Q-cm YES 120k CNY/MPW
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o AMERTERTER: 2 MHz.

Sync Reset, Vdiode
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e A1-16: ZihE+EIRFEEE

Sector Shape Diameter Spacing Structure
Ei*}iﬂéﬂﬁ SF1 octo N, octo P 1.1 um 2.45 um 2T
SF2 octo N, octo P 1.5 um 2.25 um 2T
/\I\leﬂ:; octo SF3 octo N, octo P 2 um 2 um 2T
SF4 octo N, octo P 2.5 um 1.75 um 2T
SF5 octo N, octo P 3.1 um 1.45 um 2T
SF6 octo N, octo P 1.5 um 1.7 um 2T
SF7 octo N, octo P 2 um 1.45 um 2T
SF8 octo N, octo P 2.5um 1.2 um 2T
, SF9 octo N, octo P 3.1 um 0.9 um 2T
‘ﬁﬁ SF10 octo N, octo P 1.5 um 1.05 um 2T
SF11 octo N, octo P 2 um 0.8 um 2T
SF12 octo N, octo P 2.5 um 0.55 um 2T
SF13 octo N, octo P 3.1 um 0.25 um 2T
SF14 octo N, octo P 3.6 um 0 um 2T
SF15 octo N, octo P 2 um 2 um 3T
SF16 octo N, octo P 3.1 um 0.25 um 3T
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